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[57]申請專利範圍
1.　一種熱電堆感測元件，其包含有：一基板，具有一空穴；一基底層，係形成在該基板上
並覆蓋於該空穴上方；一熱電偶層，形成在該基底層上，其包含有複數串接的熱電偶

對，各熱電偶對具有相對兩端，一端形成一熱接點部且位在對應於該空穴上方，另端形

成一冷接點部且位在對應於該基板上方；其中各熱電偶對包含有一第一熱電偶與一第二

熱電偶，且該第一、第二熱電偶彼此為不同的熱電偶材料製成，該第一熱電偶形成在該

基底層上，該第二熱電偶形成在該第一熱電偶上且連接另一相鄰熱電偶對的第一熱電偶

之上，使該複數熱電偶對構成串接結構；其中一熱電偶對的第二熱電偶未連接另一相鄰

熱電偶對的第一熱電偶而彼此分隔；以及一紅外線吸收體，係設置在該熱電偶層上，並

連接該複數熱電偶對的熱接點部以構成熱接觸，該紅外線吸收體包含有：一第一金屬

層，其片電阻值小於 10(ohm/sq.)；一介電質層，形成在該第一金屬層上；及一第二金屬
層，形成在該介電質層上並具有半透光之特性，該第二金屬層的片電阻值為 300~400(ohm/
sq.)之間。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之熱電堆感測元件，該第一金屬層的片電阻值為 1.2(ohm/
sq.)，該第二金屬層的片電阻值為 377(ohm/sq.)，該介電質層的厚度為 1250(nm)，該介電
質層的折射率為 2。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之熱電堆感測元件，該第一金屬層的片電阻值為 1.2(ohm/
sq.)，該介電質層的厚度為 1250(nm)，該介電質層的折射率為 2。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之熱電堆感測元件，該第一金屬層的片電阻值為 1到 10(ohm/
sq.)之間，該第二金屬層的片電阻值為 377(ohm/sq.)，該介電質層的厚度為 1250(nm)，該
介電質層的折射率為 2。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之熱電堆感測元件，該介電質層的折射率大於 1.4。
6.　如申請專利範圍第 5項所述之熱電堆感測元件，該介電質層的厚度大於 500nm。
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7.　如申請專利範圍第 1項所述之熱電堆感測元件，該基底層係全面覆蓋於空穴上方。
圖式簡單說明

圖 1：本發明熱電堆感測元件之平面示意圖。
圖 2：本發明熱電堆感測元件之剖視示意圖。
圖 3：紅外線吸收體之剖視圖。
圖 4~圖 7：本發明熱電堆感測元件之數種較佳實施例紅外線波長相對吸收率的曲線圖。
圖 8：以知熱電堆感測元件示意圖。
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